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Performance Prediction on n-MOSFET using Single-Layer MoS2 Channel 
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1. はじめに 

Moore’s Lawに従った極微細CMOSに向けて，

2DチャネルMOSFET が有望視されている．本

研究では， 1.8 eVのバンドギャップを持ち[1]，

移動度が 190 cm
2
/(V∙s)[2]であるMoS2に着目し，

デバイスシミュレータを用いて n-MOSFET の

性能を評価したので以下に報告する． 

2．単層MoS2 FETのシミュレーション 

 Fig. 1 のように文献[2]を参考にエンハンス

メントモードに設計した単層 MoS2 FET の

Drain Current – Gate Voltage 特性を Fig. 2に示

す．チャネル膜厚が薄いことにより，Drain 

Induced Barrier Lowering （DIBL）が十分に抑

制されていることがわかる．Fig. 3に代表的な

n-MOSFET のベンチマークデータとともに，

MoS2 FETのDelay Time – Gate Length特性を示

す．同図より，層状MoS2を用いることによっ

て微細化を促進できると仮定すると，移動度の

向上と寄生抵抗の低減により，既存の微細

CMOS デバイスと同等の性能を実現できる可

能性があることがわかる．今後の研究開発の促

進が望まれる． 

 

Fig. 1: Structure of single-layer MoS2 FET. 

 

Fig. 2: Drain current – gate voltage characteristics of 

MoS2 FET. Lg = 400 nm. 

 

Fig. 3: Delay time - gate length characteristics of MoS2 

n-MOSFET compared to reported n-MOSFETs[3].  
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